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Abstrakt

Obsahem této prace je studium rustu ultratenkych vrstev zlata na kiemiku. Vrstvy
byly pfipraveny metodou molekolarni svazkové epitaxe (Molecular beam epitaxy-MBE)
v podminkéch ultravysokého vakua na rizné modifikované kiemikové substraty za riznych
teplot. Néslednd analyza ziskanych vzorku byla zaméfena na zkouméni morfologie (SEM,
AFM) a chemického slozeni vzniklého povrchu (XPS). Vyhodnoceni naméfenych dat
prispiva k popisu a porozuméni nékterym procesum probihajicim pii depozici zlata na po-
vrchu substratu. Ziskané vysledky zaroven poskytuji vychodisko dalsim experimentiim
a potencidlnim aplikacim.

Summary

The aim of this thesis is to study growth of ultrathin gold layers prepared by MBE (Mo-
lecular beam epitaxy) technique in UHV conditions. Differently modified sillicon served
as a substrate and depositions were carried out at different temperatures of a substrate.
Samples were analyzed using SEM and AFM for morphology. X-ray photoelectron spectra
were taken for chemical analysis. Gathered data and their evaluation contribute to desc-
ription and understanding of some processes during deposition on substrate surface. Expe-
rimental data and conclusions also provide basis for further experiments and development
of potential applications.
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KAPITOLA 5. DOSA ZENE VYSLEDKY

Obmlzek 5.5: SEM neen. Substat Si(111) H.
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SEM HV: 30 kV WD: 6.43 mm

View field: 5.00 ym Det: SE ‘1 Mm

Obrazek 5.9 a) Au na Si(111)7x7. Pokryti 2 nm za teploty 300 °C.

SEM HV: 30 kV WD: 6.21 mm MIRA3 TESCAN

View field: 5.00 ym Det: SE n'TESCAN

PERFORMANCE IN NAN

Obrazek 5.9 b) Au na Si(111)7x7. Pokryti 2 nm za teploty 400 °C.

Obrazek 5.9: SEM méfeni. Substrat Si(111) 7x7.
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Obrazek 5.10: Poméry piku Au 4f/Si 2p pii postupném teplotnim zihani. deaje byly
NOrmovany.
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Obrazek 5.11: XPS spektra piku Si 2p vzorku zlata na Si(111) dH méfend krétce
po zihani vzorku. Je patrny nartst intenzity v oblasti vyssich vazebnych energii.
Fitovanim se nepodafrilo spolehlivé urcit, z jakych komponent se sklada.
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Obrazek 5.12: XPS spektrum piku Si 2p vzorku zlata na Si 6H. Spektrum je sestaveno
ze slozek odpovidajicich ¢istému Si, SiOq a zlatému silicidu (viz legenda).



Z.aver

Cilem této prace bylo studovat rust zlata nanaSeného metodou molekularni svaz-
kové epitaxe na ruzné modifikované povrchy Si(111). V prvni kapitole je struéné
popsana metoda MBE a eftize plynu. Teorie souvisejici s procesem depozice a rustem
tenkych vrstev je nastinéna v kapitole 2. Poté nasleduje kapitola 3, jenz poskytuje
prehled analyzacnich metod, které byly pouzity pro ziskani vysledku prezentovanych
v zaveérecné kapitole 5. Kapitola 4 zahrnuje popis UHV aparatury a efizni cely,
spolu s nastinénim procesu jeji kalibrace. Je zde také podkapitola vénovana ptipravé
substratu pro nasledné depozice zlata.

Ve shodé s ocekdvanim byl pozorovan Volmertuv-Webertv rustovy méd a obrazky
z elektronového mikroskopu jsou dobrou ilustraci zavislosti difiznich parametru to-
hoto systému na teploté. Prekvapivym zjisténim je prakticky nulové vysledné pokryti
vzorku s nativni vrstvou SiOs zlatem po depozici za zvysené teploty (200 °C a vice).
Zajimavy prubéh také vykazuje méreni poméru pika Au 4f/Si 2p béhem teplotniho
rozlozeni castic zlata do vrstvy. Ani jeden z téchto jevu nebyl u substratu Si(111)
7x7 a Si(111) 0H pozorovan. Série fotoelektronovych spekter (graf na obréazku 5.10)
meérenych po zihani vzorku ukazuje, ze teplotné aktivované procesy hraji zasadni
ulohu pri nasledném usporadavani zlatych ostruvku.
Spektra kremiku Si 2p byla zkoumana kvuli teplotni zavislosti pomérného za-
stoupeni zlata vuci kfemiku a mozné pritomnosti silicidové vazby. Piitomnost této
vazby se vSak nepodatilo potvrdit ani vyvratit.

Dalsi experimenty by mohly byt vénovany snaze o zvladnuti selektivniho rustu
zlatych ostruvku. Nabizi se napiiklad vytvoreni nuklea¢nich mist na substratu po-
moci litografie nebo modifikace povrchu pomoci lokalni anodické oxidace. Vysledky
prezentované v kapitole 5 obsahuji nékteré podklady potifebné pro experimenty se
selektivnim rustem.
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